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ͳاتم-Έت یِ یΈحافظه

ِ نوار Έی با حافظه این می΋ند. کار اتم Έی فقط ِ اساس بر که اند ساخته ای حافظه ͳاتم ِ پل Έی با

خم ͳآرام به را نوار است. انعطاف-پذیر یِ زیرلایه Έی یِ رو که شده ساخته 1µm یِ پهنا به آلمینیم

میدارد. نΎه متصل هم به را آن یِ پاره دˇ اتم Έی فقط که چنان برسد، بریده-شدن یِ آستانه به تا می΋نند

ِ اتصال پاره دˇ ِ بین که میرود ی وضعیت در ͳ΋تری΋ال ِ یΈجریان ِ اعمال با ͳاتم ِ پل وضعیت این در

ِ اتصال که میرود ی وضعیت در مخالف یِ ͳ΋تری΋ال ِ جریان Έی ِ اعمال با و میشود، برقرار ͳ΋تری΋ال

.[1] گرفت 0 و 1 با متناظر میشود را قط΄ و وصل یِ حالتها این میشود. قط΄ پاره دˇ ِ بین یِ ͳ΋تری΋ال

ِ ΀سط از اتمها ِ پخش بیشتر، یِ دماها در می΋ند. کار 1K ِ زیر یِ دماها در فقط ابزار این فعلَن البته

می΋ند. مختل را ͳکلیدزن فلز
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